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В зубчатой паре удар происходит при нарушении шага зацепления. 

Сила этих ударов при больших величинах ошибок бывает значительной, и 

нагрузочная способность передачи вследствие этого используется не пол-

ностью, в ряде случаев даже меньше, чем наполовину. 

На динамику работы привода влияет величина кинематической нерав-

номерности вращения выходного вала. Во время прохождения зубчатым 

колесом дефекта происходит резкое увеличение скорости вращения веду-

щего колеса, т.к. к нему подводится вращающий момент от двигателя, а 

момент сопротивления становится равным нулю. С другой стороны в этот 

период происходит  замедление ведомого колеса, т.к. к нему момент сопро-

тивления подводится, а ведущий момент равен нулю. При восстановлении 

кинематической связи после прохождения дефекта, происходит удар. Для 

оценки нагруженности привода при наличии единичных дефектов зубчатых 

передач была создана динамической модель всего привода, позволяющая 

определить их влияние на различных режимах работы и оценить опасность 

для дальнейшей эксплуатации. 

Проведенные теоретические исследования привода показали, что ди-

намическая нагруженность привода определяется величиной кинематиче-

ской погрешности передачи. При этом кинематическая погрешность вклю-

чает импульсную составляющую, возникающую от появления единичных 

дефектов зубьев и гармоническую составляющую, возникающую от по-

грешности шага зацепления зубчатых колес, вызываемой неравномерным 

износом зубьев по окружности. 

Для подтверждения адекватности математической модели были прове-

дены экспериментальные исследования на моторно-динамическом стенде. 
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Ионная имплантация (ИИ) широко применяется в производстве инте-
гральных микросхем. Важной задачей является контроль качества исходных 
материалов для них. Цель данной работы – исследовать возможность кон-
троля электрофизических характеристик образцов фоторезиста ФП 9120-1.8 

в зависимости от дозы ИИ никеля и железа (40 кэВ, 0,2510
17

–1,010
17

 см
–2

,   
j = 4 мкA/cм

2
). Показателями качества ИИ фоторезистов являются анизо-

тропия проводимости и сопротивление, которое до и после ИИ определя-
лось по изменению добротности СВЧ резонатора при внесении в него об-
разца. Результаты исследований показали, что метод ЭПР позволяет с ро-
стом дозы ИИ отследить динамику изменения не только сопротивления, но 
и анизотропию проводимости под действием процессов ИИ. Из рис. 1 вид-
но, что пленки фоторезиста, имплантированные ионами никеля при 

0,2510
17

 см
-2

, увеличили свое сопротивление, в то время как при импланта-
ции ионами железа оно  уменьшилось. 

 
 

Рис 1. Изменение амплитуды эталонного образца рубина при внесении в 
резонатор образцов фоторезиста, облученных ионами Fe и Ni с от флюенса  

 

В процессе выполнения исследований методом ЭПР электрофизиче-
ских свойств фоторезистов в СВЧ диапазоне получены следующие резуль-
таты: максимальные омические потери наблюдаются для образцов при 

1,010
17

 см
-2

 для обоих типов ионов. Обнаружена анизотропия проводимо-
сти имплантированных пленок в магнитном поле. Таким образом, метод 
ЭПР является перспективным методом контроля качества ИИ фоторезистов 
и позволяет проводить бесконтактный контроль в вакуумированной капсу-
ле, не подвергая образцы действию атмосферных факторов, что важно при 
производстве микроэлектроники.  




